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Tranzystorowy przetwornik napig cia statego na zmienne

Przedmiotem wynalazku jest tranzystorowy przetwornik napigcia stalego na zmienne zwlaszcza do
wzmacniaczy napigcia statego z przetwarzaniem. :

Znane s3 przetworniki elektroniczne napigcia stalego na zmienne wykonane w oparciu o tranzystory
bipolarne lub polowe. Przetworniki tego typu charakteryzuja si¢ duza trwatoscig, matymi wymiarami, matym
poborem mocy potrzebnej do wysterowania, duza odpomoscia na narazenia mechaniczne i klimatyczne oraz
niewielkimi kosztami wykonania.

Jedyng wada wszystkich dotychczas znanych konstrukcji przetwomikéw elektronicznych s niegbyt
wysokie parametry elektryczne, a w szczeg6lnosci znaczny dryft zera, wynikajacy gtéwnie z zaleznosci tempera-
turowej napieé kontaktowych, powstajacych na stykach przewodéw doprowadzajacych sygnat wejsciowy do
elementdéw pStprzewodnikowych.

Celem ‘'wynalazku jest skonstruowanie przetwornika tranzystorowego, ktéry mialby bardzo maty dryft
zera, przy zachowaniu wszystkich dotychczasowych zalet.

 Cel ten zostat wedtug wynalazku osiagnigty przez umieszczenie tranzystoréw przetaczajacych w bloku
wykonanym z materiatu o dobrej przewodnosci cieplnej, przy czym tranzystory sg potgczone migdzy sobg oraz
z ukladem zewnetrznym za pomocg przewodéw, najlepiej cienkich, potaczonych z wyprowadzeniami w poblizu
obudéw tych tranzystoréw i umieszczonych w kanatach bloku wypetnionych materiatem o dobrej przew odnosci
cieplnej i duiej opomo§c1 elektrycznej. Dtugo$¢ kanatéw wielokrotnie przekracza wymiary tranzystora przets-
czajacego.

Umieszczenie tranzystoréw przelaczajacych wewnatrz bloku o dobrej przewodnoéci cieplnej oraz wykona-
nie doprowadzeni cienkim istosunkowo diugim przewodem zapewnia doktadne wyréwnanie temperatur
wszystkich ztacz przetwornika i zmniejsza radykalnie wyjéciowe napigcie termoelektryczne.

Przedmiot wynalazku jest blizej wyjasniony na przyktadzie wykonania, na rysunku, na ktérym fig. 1
przedstawia uktad elektryczny przetwornika, fig. 2 — konstrukcj¢ przetwornika w przekroju wzdtuz osi kanatu,
a fig. 3 — konstrukcje przetwornika w przekroju prostopadtym do osi kanatu.

Przetwornik przedstawiony na fig. 1 zawiera polowy tranzystor T1 z izolowang bramka, ktérego Zrédto
jest polaczone z wejsciowym zaciskiem We. Dren tego tranzystora jest potaczony z zaciskiem wyjsciowym Wy
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i drenem drugiego tranzystora polowego T2 zizolowana bramka, ktérego Zrédlo jest potaczone z przewodem
zerowym. Bramki obu tranzystoréw sa potaczone z zaciskami sterowania A i B.

Tranzystory przetaczajace T1 i T2 jak pokazano na fig. 2 i 3 s3 umieszczone w cylindrycznych kanatach 1
i 2 metalowego bloku 3 majacych dtugos¢ wielokrotnie przekraczajacq wymiary tranzystora. Do wyprowadzen 4
tranzystoréw T1 i T2 obcigtych w poblizu obwodéw s3 przylutowane cienkie przewody miedziane § umozliwia-
jace potaczenie tranzystoréw migdzy sobg oraz z uktadem zewnetrznym. Kanaty 1i2 s3 wypetnione smarem
silikonowym 6, ktéry ma dobrg przewodno$é cieplna oraz duza opornosé elektryczng i sa zamknigte izolacyjny-
mi kragzkami 7 zapobiegajacymi wyptynieciu smaru.

Napiecia sterujace bgdace ciggami impulséw prostokatnych podawane przez zaciski sterowania A iB na
bramki tranzystoréw przelgczajacych T1 iT2 s3 przesunigte w fazie o 180°, co powoduje, ze stanowi
przewodzenia jednego tranzystora odpowiada odcigcie pradu drugiego tranzystora. W ten sposéb wyijscie Wy
przetwornika jest na zmiane dotaczane do jego wejscia We lub do przewodu zerowego uktadu. Na wyjéciu Wy
przetwomika otrzymuje si¢ impulsy prostokatne o amplitudzie w przyblizeniu réwnej wartosci napigcia wejécio-
wego i o czestotliwosci réwnej czestotliwosci sygnatu sterujacego. Wyréwnanie temperatur ztacz dzigki nowej
konstrukcji przetwornika zmniejsza radykalnie wyjsciowe napigcie termoelektryczne znieksztatcajace wynik
przetwarzania. : ,

Zastrzezenia patentowe

1. Tranzystorowy przetwornik napigcia statego na zmienne, znamienny tym, Ze tranzystory przelaczajace
(T1, T2) sa umieszczone w bloku (3) wykonanym z materiatu o dobrej przewodnosci cieplnej, przy czym
tranzystory przetaczajace (T1, T2) sa potaczone miedzy soba oraz z ukladem zewnetrznym za pomoca
przewod6éw (5), najlepiej cienkich, potaczonych z wyprowadzeniami (4) w poblizu obwodéw tych tranzystoréw
i umieszczonych w kanatach (1, 2) bloku (3) wypetnionych materiatem o dobrej przewodnosci cieplnej i duzej
opornosci elektrycznej.

2. Tranzystorowy przetwornik wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze dtugos$é kanatéw (1, 2) wielokrotnie
przekracza wymiary tranzystora przetgczajacego.
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